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などのメリットがある。
フォトリソグラフィ技術を用い
て10 nmのパターンを作製するに
は電子線描画を行う必要がある
が、シリコンウェーハ1枚ずつに
電子線描画をしていては時間がか
かりすぎて大量生産には向かな
い。しかし新インプリント法では、
短時間のうちに8インチウェーハ
全体に微細なパターンを作製でき
るため、微細パターンの大量生産
に有望であると考えられている。
また、新インプリント法ではレー
ザ波長を変化させることで、結晶
膀房総半島付近で
「ゆっくり地震」が
繰り返し発生
国土地理院は、GPSを用いた地
殻変動連続観測により、本年10
月前半に房総半島東部が南東側に
向けて1～2cm移動するという地
殻変動を観測した。こうした現象
の原因は、陸側のプレートと、こ
の下へ潜り込んだフィリピン海プ
レートとの境界において、「ゆっ
くりした非地震性すべり」（ゆっ
くり地震）が発生したためと考え
られる。今回のすべり量は最大で
10cmと見られ、これにより、モ
ーメントマグニチュードにして
6.5程度の歪みエネルギーが解放
されたと推定される。
この地域では1996年5月中旬に
も同様の地殻変動が発生したこと
が知られている。気象庁の地震観
測資料によれば、これら2回の地
殻変動が発生した期間のいずれも
マグニチュード3.8以下の地震活
動が活発化した。
非地震性すべりは、現在、東海
地方西部においては進行中のもの
など、これまでにもいくつかの観
測例がある。しかし、今回のよう
に同じ場所で2度も観測され、し
かも地震活動とはっきりした対応
が認められたのはきわめて珍しい
ケースである。
今回得られたデータは、プレー
ト境界における応力蓄積プロセス
（地震発生準備過程）を解明する上
で大いに役立つものと期待される。
（国土交通省国土地理院　熊木洋太氏）
性シリコンだけでなく、アモルフ
ァスシリコン、ゲルマニウム、
Ⅲ‐Ⅴ族化合物半導体、絶縁体な
どへのパターンの転写が可能であ
るなど、材料選択の幅が広い手法
であることも特徴的である。
社会基盤分野
